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По мере того, как технологический прогресс в интеграции КМОП-структур продвигается в область нанометровых размеров, учет новых физических эффектов [Bianchi, 2002, p. 117], оказывающих влияние на электрофизические параметры полупроводниковых приборов, становится все более сложной задачей [Su, 2003, p. 245]. 

МОП-транзисторы формируются на первой части технологического маршрута ИС, которая включает в себя формирование мелкощелевой диэлектрической изоляции между транзисторами (STI), легирование активных областей прибора и формирования затвора. Легирование кармана транзистора является основополагающей технологических операций, которая определяет один из важнейших параметров МОПТ, а именно, его пороговое напряжение [Pramanik, 2006, p. 1849].
Эффект близости кармана (WPE – Well-Edge Proximity Effect) является следствием латерального рассеяния ионов примеси на краях фоторезистивной маски при легировании карманов КМОП-пары, попадая в активную область транзистора, влияя на его пороговое напряжение [Hook, 2003, p. 1946], [Sheu, 2006, p. 2793].  

Удобным способом исследования рассматриваемого эффекта является численное приборно-технологическое моделирование с применением метода Монте-Карло, который позволяет учесть вероятностную природу рассеяния ионов на слое фоторезиста [Tian, 2003, p. 5893], [Lindhard, 1961, p. 130]. Влияние положения края маски относительно затвора транзистора можно оценить по распределению активной примеси в кармане транзистора и изменению его порогового напряжения [Scott, 1999, p. 830].
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